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１．概要（Summary ） 

熱電性能向上のためには、高いゼーベック係数と電

気伝導率、低い熱伝導率が求められる。しかし、これ

らはトレードオフの関係にあり、同時制御は長年にわ

たる課題である。そこで我々は、高いゼーベック係数

を持つ半導体と高い電気伝導率を有する金属を用い

た積層構造薄膜を提案し、高ゼーベック係数と高電気

伝導率及び、界面フォノン散乱による低熱伝導率の同

時実現を目指す。本研究では、高ゼーベック係数の Si

と高電気伝導率の Coの超格子薄膜の作製を行った。

また参照用として Si基板上 Co薄膜を作製し、熱電性

能を比較することで、積層構造化による熱電性能向上

効果を実証する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

EB 蒸着装置 

【実験方法】 

EB蒸着装置を用いて、基板温度：室温、 背圧： 1× 

10-4 Paの条件下で、Si(001)基板上に Si、Co積層薄膜

を成膜した。この時、成膜レートを 0.05 nm/sに設定

した。同様の条件で Si 基板上 Co 単層薄膜も作製し

た。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 1は、Si(001)基板上に蒸着した Si、Co積層薄

膜断面の SEM像である。これより、Si、Co積層薄膜

は、それぞれ 50 nm 程度の膜厚を有することが分か

る。熱電性能を評価したところ、アモルファス Siと同等

の熱伝導率と、Co由来の高い電気伝導率（～4000 S/cm）

を同時実現することに成功した。一方で、ゼーベック係

数は本来のバルク Si に比べて低減した。これは、Si 層

のキャリア密度が低く、Si層中を電気が伝導しなかった

ためであると考えられる。今後、Si層へのキャリアドー

プを行い、ゼーベック係数の増大を目指す。 

 

Fig. 1 Scanning electron microscope image of  

Co/ Si stacking film. 
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